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PCT/FR98/01475 



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION D'ELECTION 

(regie 61.2 du PCT) 


Destinataire: 

United States Patent and Trademark 

Office 

(Box PCT) 

Crystal Plaza 2 

wasnmgton, ul zuzo\ 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

en sa qualite d'office elu 


Date d'expedition (jour/mois/annee) 

12avril 1999(12.04.99) 




Demande Internationale no 
PCT/FR98/01475 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B 96/3970 QT 


Date du depot international (jour/mois/annee) 
08 juillet 1998 (08.07.98) 


Date de priorite (jour/mois/annee) 
08 juillet 1997 (08.07.97) 


Deposant 

SCHIAVONE, Patrick etc 



1. L'office designe est avise de son election qui a ete faite: 

I X I dans la demande d'examen preliminaire international presentee a ['administration chargee de I'examen preliminaire 
international le: 

02 fevrier 1999 (02.02.99) 



| | dans une declaration visant une election ulterieure deposee aupres du Bureau international le: 



(.'election 



| X| a ete faite 

| | n'a pas ete faite 



avant ('expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou, lorsque la regie 32 s'applique, dans le delai vise 
a la regie 32.2b). 





Fonctionnaire autorise 




Bureau international de I'OMPI 




34, chemin des Colombettes 


Sean Taylor 




121 1 Geneve 20. Suisse 




no de telecopieur: (41-22) 740.14.35 


no de telephone: (41 -22) 338.83.38 




Formulaire PCT/IB/331 (juillet 1992) 




2563963 



Copie pour I' office design^ (DO/US^^ 

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

Exp^diteur : le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

COMMUNICATION POUR DES CAS NON PREVUS 
DANS D'AUTRES FORMULAIRES 


Destinataire : 

BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE 
8, avenue Percier 
F-75008 Paris 
ALLEMAGNE 


UalC U CApcUlLlUIl \JOur/niOlS/Qflrl€£) 

28 aout 1998 (28.08.1998) 


ReT^rence du dossier du d^posant ou du mandataire 
B 96/3970 QT 


DELAI DE REPONSE 

Voir le paragraphe 1 ci-apres 


Demande internationale n° 

PCT/FR98/01475 


Date du d6pot international (jour/mois/annee) 
08juillet 1998 (08.07.1998) 


D^posant 

FRANCE TELECOM 



DELAI DE REPONSE : mois/jours a compter de la date d'expddition indiqu^e plus haut 

I I AUCUNE REPONSE N'EST EXIGEE. Voir toutefois ci-apres 
[><] COMMUNICATION IMPORTANTE 
I I POUR INFORMATION SEULEMENT 



2. COMMUNICATION: 



Veuillez noter que la date de d£pot international doit etre : 

08 juillet 1998 (08.07.98) 

au lieu de 

08 aout 1998 (08.08.98). 



Bureau international de TOMPI 


Fonctionnaire autorise* 


34, chemin des Colombettes 


I. Britel 


1211 Geneve 20, Suisse 




n° de tetecopieur (41-22)740.14.35 


n° de telephone (41-22) 338.83.38 



Formulaire PCT/IB/345 (janvier 1993) 



TlL 



PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



09/462716 

3 



Applicant's or agent's file reference 
B 96/3970 QT 


irnu iriTuxHiri* Ar^xinM See Notification of Transmittal of International 
UKiriEiK AC l iOlN PreIiminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/FR98/01475 


08 July 1998 (08.07.1998) 


08 July 1997 (08.07.1997) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




H01L 21/762 






Applicant 


FRANCE TELECOM 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of , 



. sheets, including this cover sheet 



I I This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
I — ' been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 



(see Rule 70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 
These annexes consist of a total of sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


El 


VI 


□ 


VII 


13 


VIII 





Date of submission of the demand 

02 February 1999 (02.02.1999) 


Date of completion of this report 

21 April 1999 (21.04.1999) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 


Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/FR98/01475 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)'. 

| | the international application as originally filed. 

[^] the description, pages Jj^J , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



El 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-4 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/1 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



2 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 



m f 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


■International application No. 
PCT/FR 98/01475 


V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step 
citations and explanations supporting such statement 


or industrial applicability; 


1 Slalpmpni 






Novelty (N) 


("Maim*: 


1-4 YES 




Claims 


NO 


Inventive step (IS) 


Claims 


1-4 YES 




Claims 


NO 


Industrial applicability (IA) 


Claims 


1 ~ 4 YES 




Claims 


NO 



2. Citations and explanations 

Document Dl (US-A-5 177 028) has not been cited in the 
international search report. A copy of this document is 
attached . 



The following documents are referred to herein: 

D2: GAILLARD F ET AL: "SILICON DIOXIDE CHEMICAL VAPOR 
DEPOSITION USING SILANE AND HYDROGEN PEROXIDE' , JOURNAL OF 
VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, vol. 14, no. 4, 1 
July 1996, pages 2767-2769, XP000622162 

D3: SEWARD T P III ET AL: » Densif ication of synthetic 
fused silica under ultraviolet irradiation', FOURTEENTH 
UNIVERSITY CONFERENCE ON GLASS SCIENCE. PRACTICAL 
IMPLICATIONS OF GLASS STRUCTURE, BETHLEHEM, PA, USA, 17-20 
JUNE 1997, vol. 222, pages 407-414, XP002059238 ISSN 0022- 
3093, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, DEC. 1997, 
ELSEVIER, NETHERLANDS 



The "corner" parasitic transistors are known from document 
Dl (cf . column 2, lines 3-9 and column 6, lines 19-24) , 
However, document Dl provides no suggestions for improving 
the process of planarising the insulating layer in the 
trenches . 

Form PCT7IPEA/409 (Box V) (January 1994) ' " " 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/FR 98/01475 



Documents D2 and D3 do not describe the problems 
associated with corner parasitic transistors. 

Therefore, a combination of documents Dl and D2 or Dl and 
D3 does not appear to be obvious. 



It follows that claims 1-4 comply with the requirements of 
PCT Article 33(1) to (3). 



Form PCT/lPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



emational application No. 
PCT/FR 98/01475 



VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii), the 
description does not indicate the relevant prior art 
disclosed in documents Dl to D3, and does not cite these 
documents . 



Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 

\ 



INTERNATIONAL PR] 




MINARY EXAMINATION REPORT 




lational application No. 
7FR 98/01475 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 



The term "low" used in claim 1 is vague and equivocal and 
casts doubt on the meaning of the technical feature to 
which it refers. Therefore, the subject matter of the 
claim has not been clearly defined (PCT Article 6) . 



Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994) 
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PCT 



REC'D 2 3 APR t999 



jwipo p at 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIOnai. 



(article 36 et regie 70 du PCT) 
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1 



Reference du dossier du deposant ou du 

mandataire 

B 96/3970 QT 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemationale n° 
PCT/FR98/01475 


Date du depot international (jour/mois/ann6e) 
08/07/1998 


Date de priorite (jour/mois/ann^e) 
08/07/1997 


Classification intemationale des brevets (CIB) 
H01L21/762 


ou a la fois classification nationale et CIB 


Deposant 

FRANCE TELECOM et al. 



international, est transmis au deposant conform ement a I'article 36. 
2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris ta presente feuille de couverture. 



□ li est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
i..^inictr,tinn rh.mpp ri e I'ovamen oreliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 



('administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 

I SI Base du rapport 

II □ Priorite 

II) □ Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle 

IV □ Absence d'unite de I'invention 

V H Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

VI □ Certains documents cites 

VII S Irregularis dans la demande intemationale 

VIM H Observations relatives a la demande intemationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

02/02/1999 


Date d'achevement du present rapport 


Nom et adresse postale de ('administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 

3T- Office europeen des brevets 

/jS) D-80298 Munich 
jg/' T6I. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 


Fonctionnaire autorise z^**"*^^ 
Mahrv.Staszewski.G. \\ 9 p 

N° de telephone (+49-89) 2399 



Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994) 





RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FR98/01 475 



1. Base du rapport 

1 Ce rapport a ete redige sur la base des elements ci-apres (les feuilles de rempfacement qui ont ete remises a 
i'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'articie 14 sont considerees, dans te present 
rapport, comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne conttennent 
pas de modifications.) : 

Description, pages: 

1 -5 version initiate 

Revendications, N°: 

1-4 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1/1 version initiale 

2. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 

3. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'exposS de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres 
(regie 70.2(c)) : 

4. Observations complementaires, le cas echeant : 



Formulaire PCT/lPEA/409 (cadres I- VIII, feuille 1) (Janvier 1994) 



RAPPORT D EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FR98/01 475 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, l activite inventive et la possibility 
duplication industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui : 


Revendications 


1-4 




Non : 


Revendications 




Activite inventive 


Oui : 


Revendications 


1-4 




Non : 


Revendications 




Possibility d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1^ 




Non : 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 

VII. Irregularites dans la demande intemationale 

Les irregularites suivantes, concemant la forme ou le contenu de la demande intemationale, ont ete constatees : 
voir feuille separee 

VIII. Observations relatives a la demande Internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la ciarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 



Formulairo PCT/I PEA/409 {cadres I- VIII, feuille 2) (janvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale n° PCT/FR98/01 475 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



Concernant le point V 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive 
et la possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de 
cette declaration 

Le document D1 : US-A-5 177 028 n'a pas ete cite dans le rapport de recherche 
international. Une copie de ce document est jointe en annexe. 

II est fait reference aux documents suivants: 

D2: GAILLARD F ET AL: 'SILICON DIOXIDE CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 
USING SILANE AND HYDROGEN PEROXIDE' JOURNAL OF VACUUM 
SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, vol. 14, no. 4, 1 juillet 1996, pages 
2767-2769, XP0006221 62 

D3: SEWARD T P III ET AL: 'Densification of synthetic fused silica under 
ultraviolet irradiation 1 FOURTEENTH UNIVERSITY CONFERENCE ON 
GLASS SCIENCE. PRACTICAL IMPLICATIONS OF GLASS STRUCTURE, 
BETHLEHEM, PA, USA, 17-20 JUNE 1997, vol. 222, pages 407-414, 
XP002059238 ISSN 0022-3093, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE 
SOLIDS, DEC. 1997, ELSEVIER, NETHERLANDS 

Les transistors parasites de "coin" sont connus du document D1 (cf. colonne 2, lignes 
3-9 et colonne 6, lignes 19-24). Toutefois le document D1 ne donne aucun suggestion 
afin d'ameliorer I'operation d'aplanissement de la couche d'isolant dans les tranchees. 

Les documents D2 et D3 ne decrient pas les problemes associes aux transistors 
parasites de coin. 

En consequent, une combinaison des documents D1 et D2 ou D1 et D3 ne semble pas 
evidente. 

Les revendications 1-4 remplissent done les conditions enoncees dans les articles 
33.1-33.3 PCT. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale n° PCT/FR98/01 475 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



Concernant le point VII 

Irregularis dans la demande intemationale 

Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas I'etat de 
la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1-D3 et ne cite pas ces 
documents. 

Concernant le point VIII 

Observations relatives a la demande Internationale 

Le terme "faible" utilise dans la revendication 1 est vague et equivoque, et laisse un 
doute quant a la signification de la caracteristique technique a laquelle il se refere. 
L'objet de ladite revendication n'est done pas clairement defini (article 6 PCT). 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997) 



a. 



PCT/FR98/01475 



TRAITWE COOPERATION EN MATlWE UE BREVETS 

09/462716 



ExpSditeur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION DE LA RECEPTION DE 



L'EXEMPLAIRE ORIGINAL 
(rdgle 24.2.a) du PCT) 



Oestinataire: 



CASA|L(§,m D Pe . 

F-75008 Pari 
2 3. SEP. miMAGNI 



CASALONGAJOSSE 
rcier 



Date d'expedition (jour/mois/annee) 

11 septembre 1998(11.09.98) 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B 96/3970 QT 


Demande intemationale no 
PCT/FR98/01475 



II est notifie au deposant que le Bureau international a recu I'exemplaire original de la demande intemationale precisee 
ci-apres. 

Nom(s) du ou des deposants et de I'Etat ou des Etats pour lesquels ils sont deposants: 
FRANCE TELECOM (pour tous les Etats designes sauf US) 
SCHIAVONE, Patrick etc. (pour US seulement) 

Date du depot international 08 juillet 1998 (08.07.98) 

Date(s) de priorite revendiquee(s) 08 juillet 1997 (08.07^97^ 

Date de reception de Texemplaire original ' ^ m ' JS t e - 

par le Bureau international : 17 aout 1 998^7^08 ;9§} ' 

/?^~ vl -i ^ 

Liste des offices designes : £ r . y <&rJ' 

V A' 



/v. ^ 



EP rAT.B^CH^DE.DK^ES.FI^R.GB.GRJEJT^U^MC^UPT^Eg. V^* 
National :JP,US ^ 



ATTENTION 

Le deposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces 
indications et celles que contient la demande intemationale, il doit aviser immediatement le Bureau international. 

En outre, ('attention du deposant est appelee sur les renseignements donnes dans I'annexe en ce qui concerne 



les delais dans lesquels doit etre abordee la phase nationate 
| X | la confirmation des designations faites par mesure de precaution 
| | les exigences relatives aux documents de priorite. 

Une copie de la presente notification est envoyee a I'office recepteur et a Tadministration chargee de la recherche intemationale. 





Fonctionnaire autorise 




Bureau international de TOM PI 




34, chemin des Colombettes 


1. Britel > 




121 1 Geneve 20. Suisse 






n'de tetecopeur (41-22) 740.14.35 


n*de telephone (41-22) 338.83.38 ^ 





Formulaire PCT/IB/301 Quillet 1998) 



002230140 



^ ^ PCT/FR98/01475 

traitSe cooperation en matiSe de brevets 





Exp6diteur : le BUREAU INTERNATIONAL 


PCT 


Destinataire: 


NOTIFICATION RELATIVE 
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION 
DU DOCUMENT DE PRIORITE 

(instruction administrative 411 du PCT) 


BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE 
8, avenue Percier 
F-75008 Paris 
ALLEMAGNE 


Date d'expedition (jour/mois/annee) 
18ao0t 1998(18.08.98) 






Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B 96/3970 QT 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande internationale no 
PCT/FR98/01475 


Date du depot international (jour/mois/ann6e) 
08 aout 1998 (08.08.98) 


Date de publication internationale (jour/mois/annee) 

Pas encore publi6e 


Date de priorite Qour/mois/annee) 

08 juillet 1997 (08.07.97) 


Deposant 




FRANCE TELECOM etc 




1. La date de reception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee au deposant. Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, 
le document de priorite en question a ete presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la 
regie 17.1. a) ou b). 

2. Ce formulaire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priorite 
qui a ete envoyee precedemment. 

3. Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1. a) ou b). Dans ce cas, Pattention du 
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai 
raisonnable en I'espece. 

4. Les lettres M NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas 
recu ou que le deposant n'a pas demande a I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international, 
conformement a la regie 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, rattention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c) 

* qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donne 
au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 


Date de Driorite Demande de oriorite n" Pavs. office reaional ou Date de reception du 

office receDteur selon le PCT document de priorite 


08 juil 1997 (08.07.97) 97/08642 


FR 17 aout 1998 (17.08.98) 


Bureau international de I'OMPI 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 


Fonctionnaire autoris6: 

I. Britel "jj^ ^ 


no de telecopies (41-22) 740.14.35 


no de telephone (41-22) 338.83.38 



Formulaire PCT/IB/304 Ouillet 1998) 



WO 99/03148 

4fe jA PCT/FR98/014 

traitwe cooperation en matiWe de brevets 



Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 



AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA 
COMMUNICATION DE LA DEMANDE 
INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES 

(r£gle 47.1.c), premiere phrase, du PCT) 



Destinataire: 

BUREAU D.A. CASALQNGAJOSSE 
8, avenue Percjer ^ <« r 
F-75008 Paris | '•;' / ' v " 



I 



FRANCE 



j 



Date d'expedrtion (jour/mois/annee) 
21 janvier 1999 (21.01.99) 






Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B 96/3970 QT 


AVIS IMPORTANT 


Demande internationale no 
PCT/FR98/01475 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

08 juillet 1998 (08.07.98) 


Date de priorite (jour/mois/annee) 

08 juillet 1997 (08.07.97) 


Deposant 

FRANCE TELECOM etc 



1. II est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a 
communique, comme le prevoit I'article 20, la demande Internationale aux offices designes suivants: 

EP,JP,US 



Conformement a la regie 47.1. c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinate 
du fait que la communication de ia demande Internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le 
deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes. 

2. Les offices designes suivants ont renonce a I'exigence selon laquelle cette communication doit etre effectuee a cette date: 
Aucun 



La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre 
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)). 
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The invention concerns a method for minimising "cor- 
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La presente invention concerne un proce^de" permettant 
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d'oxyde de silicium apres son d6p6t dans les tranchees. Cette 
densification s*effectue preT6rentiellement par irradiation de 
ladite couche sous un rayonnement lumineux de faible 
longueur d'onde. 
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Procede de minimisation dc Teffet dc coin par dcnsification de la 
couche isolante. 

L'invention concerne les technologies de fabrication de circuits 
int£gr6s el plus particuli&rement la realisation de transistors MOS. 

Dans les technologies actuelles de faibles dimensions, on utilise 
de preference pour Tisolement lateral des zones actives et notamment 
1'isolement lateral des transistors MOS, des techniques d'isolement par 
tranchees peu profondes (STI) (ou BOX). Ces techniques combinent 
conjointement la gravure de tranch6es disposes lateralement par 
rapport aux futures zones actives, et le remplissage desdites tranchees 
avec un materiau isolant tel qu'un oxyde de silicium. Cette couche 
d'isolant est aplanie avant le depot de la grille lors de la realisation de 
transistors MOS. Le remplissage des tranchees s'effectue gen£ralement 
par depot du materiau isolant sur une couche d'oxyde thermique 
realis6e pr6c6demment. 

Les operations d'oxydation et de desoxydation sacrificielles 
successives du procede d'isolement avant le depot de la grille, ont 
tendance & degager les zones dites de "coin" des futures zones actives. 
On appelle zone de "coin" la transition abrupte entre une zone 
d'isolement et une zone active. Leur mise h nu s'accentue sensiblement 
lorsque, lors de Toperation d'aplanissement de la couche d'isolant 
remplissant les tranchees, une partie de 1'oxyde isolant est consommee. 

L'apparition de ces zones de "coin" favorise une concentration des 
lignes de champs & Tangle superieur de la zone active et done la 
formation dun transistor parasite. On observe alors la formation de 
trois transistors, le transistor central principal et deux transistors 
parasites de "coin". Ces derniers possfedent une tension de seuil plus 
faible que celle du transistor principal et conduisent done avant ce 
dernier. Ce phenomfene entraine une augmentation de la consommation 
de courant avant le fonctionnement effectif du transistor. 

Afin d'ameiiorer les qualites eiectriques de 1'isolement lateral et 
notamment la concentration des lignes de champ vers ces zones de 
coin & Tangle superieure de la zone active, une des solutions possibles 
est de maintenir Toxyde au meme niveau que la zone active. L'oxyde 
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dcpos6 doit done avoir une densitd voisine de cclle de la silicc. 
Comptc-tenu de la structure des oxydes de silicium (structure x6rogel) 
utilises pour le remplissage de tranch6es peu profondes, il est 
necessaire de les recuire a tres haute temp6rature (> 1200°C) ou 
d'utiliser une autre technique a trcs faible bilan thermique pour les 
densifier. 

II convenait done de determiner un moyen pour supprimer ou tout 
au moins pour sensiblement diminuer cet effet de "coin" parasite. 

Les inventeurs ont maintenant decouvert qu'il etait possible de 
require sensiblement l'effet de "coin" qui entachait les propriety 
61ectriques des transistors MOS, sans induire d'inconvenients 
suppl6mentaires dans la r6alisation desdits transistors. 

Ainsi, l'invention a pour objet un proc6d6 de minimisation de 
l'effet de "coin" dans des tranches peu profondes d'oxyde de silicium 
permettant l'isolement lateral des zones actives, dont la caracteristique 
essentielle est la densification de la couche d'oxyde de silicium 
depos6e dans lesdites tranch6es lateYales. 

La densification de ces oxydes de silicium s'effectue selon 
l'invention par irradiation de ladite couche isolante sous un 
rayonnement lumineux de faible longueur d'onde. L'utilisation de cette 
technique permet de maintenir un faible bilan thermique de 
l'op6ration. 

Cette technique pnSsente l'avantage supplementaire de pouvoir 
Stre mise en oeuvre et utilisee aisement au sein d'un proc6d6 de 
fabrication de transistors MOS. 

Selon un aspect preferentiel de l'invention, l'irradiation de la 
couche d'oxyde isolant s'effectue sous un rayonnement lumineux d'une 
longueur d'onde inferieure ou egale a 200 nm avec une quantit6 de 
photons au cm 2 sup6rieure a 10 19 et une 6nergie au moins egale a 9 
eV. 

Plus particulierement, le rayonnement lumineux utilise a une 
longueur d'onde d'environ 100 nm. 

La densification de la couche d'oxyde deposee dans les tranch6es 
d'isolement peut etre realisee directement apres le d6pot de la couche 
d'isolant, ou encore, apres l'6tape d'aplanissement de ladite couche. 
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Afin d'6viter un ddgagement de la zone de "coin" lors de 
l'aplanissement de l'oxyde isolant d6pos6 dans les tranchfies, la 
densification se fait pr6f6rentiellement directement apr&s le d6pot de 
l'oxyde dans les tranches peu profondes. 

D'autres avantages et caract6ristiques de l'invention apparaitront h 
1'examen de la description d6tai!16e des modes de mise en oeuvre et de 
realisation de l'invention, nullement limitatifs, et des dessins annexes, 
sur lesquels : 

la figure 1 illustre sch6matiquement un transistor MOS pr6sentant 
un effet de "coin"; 

la figure 2 illustre sch6matiquement un dispositif selon l'invention 
avant le d6pot de la grille. 

Tel qu'illustre & la figure 1, on a r£alis6 un isolement lateral d'une 
zone active 1 selon les m6thodes de l'art ant6rieur, puis d6pos6 une 
grille 5 sur ladite zone active en vue de rdaliser un transistor MOS. 

On realise de fa?on classique des tranch6es peu profondes 
dispos6es lat6ralement par rapport & une zone pr£d6termin6e destin6e h 
former ult6rieurement une zone active 1 du dispositif semi-conducteur. 
On forme ensuite une fine couche d'oxyde thermique 2 tapissant les 
flancs et le fond de la tranchee qui constitue une bonne interface entre 
le substrat de la zone active et l'isolant. L'6tape ult6rieure consiste & 
d6poser dans les tranches une couche d'oxyde de silicium 3 afin de 
remplir lesdites tranchees. On protfege g6n£ralement les zones actives 
lors de ce proc6d6 par un masque de protection d6pos6 & la surface 
desdites zones actives. C'est la raison pour laquelle, aprfes 
aplanissement de la couche d'oxyde et suppression du masque de 
protection des zones actives, la hauteur de la couche d'oxyde 3 
depos6e dans les tranches lat6rales est 16g£rement sup6rieure & la 
hauteur de la zone active 1. 

Ces diff6rentes 6tapes de la fabrication du dispositif semi- 
conducteur ont d£gag6 les angles sup^rieurs de la zone active 1. Sur ce 
dispositif semi-conducteur, on realise une fine couche d'oxyde de 
grille 4 sur laquelle est depos6e la grille 5 avec debordement sur les 
zones d'isolement. On poursuit ensuite le proc6d6 de fabrication du 
transistor MOS de manifere classique. Lorsque Ton active le transistor 



WO 99/03148 PCT/FR98/01475 



obtenu, on observe une concentration des lignes dc champ dans les 
zones de "coin" entraTnant la formation de deux transistors parasites 
situ6s aux deux extr6mit6s de la grille. 

La figure 2 illustre le dispositif semi-conducteur obtenu selon le 

5 procede de 1'invention & l'etape pr6c6dant immediaternent la formation 

de l'oxyde de grille et le depot de celle-ci. On constate que les zones 
de "coin" n'ont pas 6t6 d6gag6es contrairement & la figure precedents 

Aprfes la gravure des tranchees 26 disposees lateralement par 
rapport aux futures zones actives 21 (dont une seule est representee 

10 sur la figure) par un procede classique, une couche d'oxyde thermique 

22 est form6e tapissant les parois et le fond des tranchees ainsi que la 
surface des zones actives 21. On depose ensuite de manifere classique, 
par exemple par CVD, au moins une couche isolante d'oxyde de 
silicium 23 dans les tranchees 26. L'epaisseur de cette couche est telle 

15 que toutes les tranchees de la plaquette soient parfaitement remplies. 

Habituellement, les futures zones actives sont recouvertes d'un 
masque de protection lors du procede d'isolement afin de preserver 
intacte leur surface. L'epaisseur de l'isolant depose dans les tranchees 
est alors telle quelle est au moins egale & la hauteur de la zone active 

20 (profondeur des tranchees) recouverte de l'oxyde thermique et du 

masque de protection. 

Selon un mode de realisation de 1'invention, retape suivante 
constitue reiement essentiel de 1'invention. II s'agit de la densification 
de la couche d'oxyde de silicium 23 deposee dans les tranchees 26. 

25 Selon un autre mode de realisation de 1'invention, la couche 

isolante d'oxyde de silicium 23 est, prealablement h. sa densification, 
aplanie de manifere classique, par exemple par polissage mecano- 
chimique. L'etape de densification est alors realisee sur la couche 
d'oxyde aplanie. 

30 Quel que soit le moment ou la densification de la couche isolante 

d'oxyde de silicium 23 est mise en oeuvre, celle-ci peut etre realisee, 
selon un aspect particulier de Tinvention, par irradiation de ladite 
couche sous un rayonnement lumineux de faible longueur d'ond 
(ex.: faisceau laser ou lampe el mercure). 
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Lc rayonnement lumineux utilis6 pour cettc irradiation a 
g6n6ralemcnt une longueur d'onde inf6rieure ou 6gale k 200 nm avec 
une quantit6 de photons en cm^ de 10^ et une 6nergie au moins 6gale 
k 9 eV. On obtient une densification optimale lorsque la longueur 

5 d'onde est d'environ 100 nm. La couche d'oxyde de silicium 23 

d6pos6e dans les tranch6es 26 est ainsi transform^ en une couche 
isolante plus dense de structure proche de celle de la silice pure. 

Apr&s l'6tape de densification, le proc6d6 d'isolement et de 
r6alisation de transistor MOS se poursuit de manifere classique. La 

10 figure 2 illustre sch6matiquement l'6tat du dispositif obtenu aprfes 

aplanissement de la couche d'oxyde, retrait des masques de protection 
des futures zones actives et d6soxydation des surfaces. Une future 
zone active 21 est ainsi isol6e lat6ralement de part et d'autre par des 
tranches 26 peu profondes. Ces tranch6es sont tapiss^es dune couche 

15 d'oxyde thermique 22 et remplies par au moins une couche isolante 

aplanie 23 d'oxyde de silicium densifi£ de densite proche de celle de 
1'oxyde thermique. 

Le proc6d6 de fabrication du transistor se poursuit ensuite de 
manifere classique. 

20 L'effet agressif des 6tapes successives d'aplanissement de la 

couche isolante remplissant les tranches, de retrait des masques de 
protection, de d6soxydation de la surface des futures zones actives, 
etc est ainsi minimis6. Les zones de "coin" des futures zones 
actives ne sont plus d£couvertes comme elles l'6taient pr6c6demment. 

25 Lorsque Ton active un transistor dont les zones isolantes par tranches 

peu profondes ont 6t€ densifI6es selon le proc6d6 de l'invention, on 
n'observe plus les concentrations de lignes de champ dans les zones de 
"coin". L'effet parasite dit de "coin" est minimise et les propri6t6s 
61ectriques des transistors MOS ainsi r6alis6s sont significativement 

30 am61ior6es sans par ailleurs induire d'autres d6fauts ou inconv6nients 

aux dispositifs fabriqu6s. 

Le proc6d6 de l'invention a, en outre, l'avantage de pouvoir etre 
ais6ment mis en oeuvre dans une ligne de fabrication de transistors 
MOS en utilisant un appareillage classique. 
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REVENDICATTONS 

1. Proc6d6 de minimisation d'effet de "coin" dans des tranches 
peu profondes (26) d'oxyde de silicium permettant 1'isolement lateral 
de zones actives (21), caracterise en ce qu'apres le dep6t d'une couche 
d'oxyde de silicium (23) dans les tranchees (26), on densifie ladite 
couche deposed par irradiation sous un rayonnement lumineux de 
faible longueur d'onde. 

2. ProcedS selon la revendication 1, caract<§ris6 en ce que la 
densification de la couche d'oxyde s'effectue par irradiation de ladite 
couche sous un rayonnement lumineux d'une longueur d'onde 
infeneure ou egale a 200 nm avec une quantity de photons au cm 2 
sup6rieure a 10 19 et une 6nergie au moins egale a 9 eV. 

3. ProcSde selon la revendication 2, caracterise en ce que la 
longueur d'onde du rayonnement lumineux est d'environ 100 nm. 

4. Procede selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, 
caract6ris6 en ce que la densification de la couche d'oxyde de silicium 
(23) d6posee dans les tranchees (26) a lieu directement apres le dep6t 
de ladite couche avant son aplanissement. 



1/1 



09/462716 

PCT/FR98/01475 



FIG.1 



5 4 



7^ 

1 2 3 



FIG.2 



26 



26 



7T 

21 22 23 



09/462716 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Iru jtional Application No 

PCT/FR 98/01475 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L21/762 



According to International Patent Classification (IPC? or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 H01L 



Documentation searched other than mmirnumdocumentationto the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



GAILLARD F ET AL: "SILICON DIOXIDE 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION USING SILANE AND 
HYDROGEN PEROXIDE" 

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 
PART B, 

vol. 14, no. 4, 1 July 1996, pages 
2767-2769, XP000622162 
see the whole document 

-/— 



1-4 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are fisted in annex. 



a Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority c!aim(s) or 
which is cited to establish the publicationdate of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 



document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 
"Y" document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to invotve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

27 October 1998 


Date of mailing of the international search report 

04/11/1998 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswtjk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl 
Fax; (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Wirner, C 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Im jtional Application No 

PCT/FR 98/01475 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citalion of document, with indication. where appropriate, ol the relevant passages 



Relevant to claim No. 



A 
A 



SEWARD T P III ET AL: "Dens if i cation of 
synthetic fused silica under ultraviolet 
irradiation" 

FOURTEENTH UNIVERSITY CONFERENCE ON GLASS 
SCIENCE. PRACTICAL IMPLICATIONS OF GLASS 
STRUCTURE , BETHLEHEM, PA, USA, 17-20 JUNE 
1997, 

vol. 222, pages 407-414, XP002059238 
ISSN 0022-3093, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE 
SOLIDS, DEC. 1997, ELSEVIER, NETHERLANDS 
see page 408, 1 ine 23 

EP 0 776 036 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 
CO) 28 May 1997 

see abstract; claims; figures 3-7 

EP 0 690 493 A (IBM) 3 January 1996 
see abstract; claims; figures 

EP 0 199 965 A (IBM) 5 November 1986 
see abstract; claims 1,4,6,7; figures 
see column 4, line 31 - line 38 



1-4 



1,4 



Form PCT/1SA/210 (continuation of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 2 



INTE^ 



NATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family memoers 



In ationai Application No 

PCT/FR 98/01475 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



EP 0776036 



28-05-1997 



JP 



9205140 A 



05-08-1997 



EP 


0690493 


A 


03-01-1996 


US 


5447884 


A 


05-09-1995 










DE 


69504252 


D 


01-10-1998 










JP 


8046029 


A 


16-02-1996 


EP 


0199965 


A 


05-11-1986 


US 


4665010 


A 


12-05-1987 










0E 


3685363 


A 


25-06-1992 










JP 


1746385 


C 


25-03-1993 










JP 


4034296 


B 


05-06-1992 










JP 


61251154 


A 


08-11-1986 



Form PCT/tSA/210 (pateni lamely annex) (July 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Dt .ide Internationale No 

PCT/FR 98/01475 



A. CLASSEMENT OE L'OBJET OE LA DEMANDS 

CIB 6 H01L21/762 



Selon la classification Internationale des brevets (C IB) ou a la fois seion la classification national© et la CIS 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consuttee (syste me de classrtication suivi dessymboles de classement) 

CIB 6 H01L 



Documentation consuttee autre que la documentationminrmale dans la mesureou ces documents relevant des domaines sur lesquels a porte la rechercne 



Base de donnees electronique consuttee aucours de la recherche international (nomde la base de donnees, et st celaest realisable, termes de rechercne 
utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categone ' Identification des documents cites, avec.le cas echeant. I' indication des passages pertinents 



no. des revendications visaes 



GAILLARD F ET AL: "SILICON DIOXIDE 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION USING SILANE AND 
HYDROGEN PEROXIDE" 

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 
PART B, 

vol. 14, no. 4, 1 juillet 1996, pages 
2767-2769, XP000622162 
voir le document en entier 



-/-- 



1-4 



j )( I Voir la suite du cadre C pour la finde la fiste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiquesen annexe 



J Categones speciales de documents cites: 

"A" document definissant f etat general de latechnique, non 
considere comme particulierement pertinent 

"E" document anterieur. mats publie a la date dedepdt international 
ou apres cette date 

"L* document pouvant jeter un doule sur une revendcation de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d une 
autre citation ou pour une raison specials (telle qi/indiquee) 

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres mo yens 

"P M document publie avant la date de depotlnternationat, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



document ulterieur publie apres la date de depot international ou la 
date de priorite etn'appartenenant pas a I' etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le pnncipe 
ou la the one constituent la base del invention 



document particulierement pertinent: finventton revendiquee ne peut 
etre constderee comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 
"Y" document particulierement pertinent; I'invention revendiquee 

ne peut etre considered comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document estassocie a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme (a mi II ode brevets 



Date a laquelte la recherche international© a ete effective me nt achevee 



27 octobre 1998 



Date d' expedition du present rapport de recherche international© 



04/11/1998 



Nom et adresse postale de I'administrationchargee de la recherche Internationale 
Office Europeen des Brevets, P. B. 5816 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Wirner, C 



Formutairo PCT/lSA/210 (deuxidmo feuille) (jutOet 1992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Dv .ide Internationale No 

PCT/FR 98/01475 



C.(suite) OOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorte ' Identification des documents cites, avec.le cas echeant. i'indicationdes passages pertinents 



no. des revendications visees 



SEWARD T P III ET AL: "Densif ication of 
synthetic fused silica under ultraviolet 
irradiation" 

FOURTEENTH UNIVERSITY CONFERENCE ON GLASS 
SCIENCE. PRACTICAL IMPLICATIONS OF GLASS 
STRUCTURE, BETHLEHEM, PA, USA, 17-20 JUNE 
1997, 

vol. 222, pages 407-414, XP002059238 
ISSN 0022-3093, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE 
SOLIDS, DEC. 1997, ELSEVIER, NETHERLANDS 
voir page 408, ligne 23 

EP 0 776 036 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 
CO) 28 mai 1997 

voir abrege; revendications; figures 3-7 

EP 0 690 493 A (IBM) 3 janvier 1996 
voir abrege; revendications; figures 

EP 0 199 965 A (IBM) 5 novembre 1986 

voir abrege; revendications 1,4,6,7; 
figures 

voir colonne 4, ligne 31 - ligne 38 



1-4 



1,4 



Formtdatre P CMS A/2 10 (siile de la deu»6me teuiUe) (juillet 1992) 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renseignements relatifs aux membresde (amities de brevets 



Ok .ide Internationale No 

PCT/FR 98/01475 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 



Date de 
publication 



Membre(s) de ta 
famille de brevet(s) 



Date de 
publication 



EP 


0776036 


A 


28-05-1997 


JP 


9205140 


A 


05-08-1997 


EP 


0690493 


A 


03-01-1996 


US 


5447884 


A 


05-09-1995 










DE 


69504252 


D 


01-10-1998 










JP 


8046029 


A 


16-02-1996 


EP 


0199965 


A 


05-11-1986 


US 


4665010 


A 


12-05-1987 










DE 


3685363 


A 


25-06-1992 










JP 


1746385 


C 


25-03-1993 










JP 


4034296 


B 


05-06-1992 










JP 


61251154 


A 


08-11-1986 



Formulaire PCT/ISA/210 (annexe famines de brevets) 0u«Uet 1992) 



TRAITE ^COOPERATION EN MATIERE DTOREVETS 

PCT 09/462716 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

B 96/3970 QT 


POUR SUITE voir ,a notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande internationale n° 

PCT/FR 98/01475 


Date du dep6t international (jour/mois/ann&e) 

08/08/1998 


(Date de priori te (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

08/07/1997 


Deposant 

FRANCE TELECOM et al . 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par 1'administration charged de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a I'article 18. Une copieen est transmise au Bureau international. 


Ce raDDort de recherche internationale comprend 3 feuilles. 




|~X] II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 


1. 


| | II a ete estime que certaines revendications nepouvaient pas faire l objet d'une recherche<voir le cadre I). 


2. 


| | II y a absence d'unite de rinvention(voir le cadre II). 


3. 


j | La demande internationale contient la divulgation d'un listage de sequence de nucleotides oud'acides amines et la 
recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage de sequence 




□ 


depose avec la demande internationale 




□ 


fourni par le deposant separement de la demande internationale 

| | sans etre accompagnee d'une declaration selon laquelle il n'inclut pas d'elements 
allant au-dela de la divulgation faite dans la demande internationale telle 
qu elle a ete deposee. 




□ 


transcrit par 1'administration 


. 4. 


En ce qui concerne le titre,|~X~| 


le texte est approuve tel qu'il a ete remise parle deposant. 




□ 


Le texte a ete etabli par 1'administration et a la teneur suivante: 


5. 


En ce qui concerne I'abrege, 






5] 


le texte est approuv^ tel qu'il a ete remis parle deposant 




□ 


le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par 1'administration conformement a la 
regie 38.2b). Le deposant peut presenter des observations a Tadministration dans un delai 
d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport de recherche internationale. 


6. 


La figure des dessins a publier avec I'abrege est la suivante: 




Figure n° 1 

Dfl 


suggeYee par le deposant. ^] Aucune des figures 

, _ 4 , ^ , J t n'est a publier, 
parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 




□ 


parce que cette figure caracterise mieux ('invention. 



Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) (juillet 1992) 



RAPPORT DE 



HERCHE INTERNATIONALE 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 6 H01L21/762 



KDemande Internationale No 

PCT/FR 98/01475 



Seion la classification international des brevets (CIB) ou a la fois salon la classification nationals et la C IB 
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (syste me de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 6 H01L 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesureoO ces documents relevent des domaines surlesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche international (nomde la base de donnees, et si celaest realisable termes de recherche 
utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, r indication des passages pertinents 



no. des revendications visees 



GAILLARD F ET AL: "SILICON DIOXIDE 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION USING SILANE AND 
HYDROGEN PEROXIDE" 

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 
PART B, 

vol. 14, no. 4, 1 juillet 1996, pages 
2767-2769, XP000622162 
voir le document en entier 

-/-- 



1-4 



|""x| Voirla 



suite du cadre C pour la finde la liste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiquesen annexe 



0 Categories speciales de documents cites: 



"A" document definissant I'etat general de latechnique, non 
considere comme particulierement pertinent 

"E" document anterieur, mais publie a la date dedepot international 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu : indiquee) 

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

"P" document publie avant la date de depdtinternational, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



"T" document ulterieur publie apres la date de depdt international ou la 
date de priorite etn'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base dePinvention 

"X" document particulierement pertinent; I'invention revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

"Y" document particulierement pertinent; I'invention revendiquee 

ne peut etre consideree comme impliquant uneactivite inventive 
lorsque le document estassocie a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant dvidente 
pour une personne du metier 

"&" document qui fait partie de la meme famillede brevets 



Date a laquelle la recherche internationale a ete effective me nt achevee 



27 octobre 1998 



Date d' expedition du present rapport de recherche internationale 

04/11/1998 



Nom et adresse postale de I'administrationchargee de la recherche internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Wirner, C 



Formulaire PCT/ISA/210 (deuxteme feuitle) (juillet 1992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE B&CHERCHE INTERNATIONALE A 

^BH Demande Internationale No 

1 PCT/FR 98/01475 


C.(suite) C 


>OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 


Categorie ' 


Identification des documents cites, avec,le cas echeant, I fndicationdes passages pertinents 


no. des revendications visees 


Y 

A 

A 
A 


SEWARD T P III ET AL: "Densifi cation of 
synthetic fused silica under ultraviolet 
irradiation" 

FOURTEENTH UNIVERSITY CONFERENCE ON GLASS 
SCIENCE. PRACTICAL IMPLICATIONS OF GLASS 
STRUCTURE, BETHLEHEM, PA, USA, 17-20 JUNE 
1997, 

vol. 222, pages 407-414, XP002059238 
ISSN 0022-3093, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE 
SOLIDS, DEC. 1997, ELSEVIER, NETHERLANDS 
voir page 408, ligne 23 

EP 0 776 036 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 
CO) 28 mai 1997 

voir abrege; revendications; figures 3-7 

EP 0 690 493 A (IBM) 3 janvier 1996 
voir abrege; revendications; figures 

EP 0 199 965 A (IBM) 5 novembre 1986 
voir abrege; revendications 1,4,6,7; 
figures 

voir colonne 4, ligne 31 - ligne 38 


1-4 

1,4 
1 


Formulaire PCT/tSA/21 0 (suite do la deuxieme feuilte) (juiltet 1 992) 

page 2 de 2 



I^RNATIONAL SEARCH REPORT 

^0rnformation on patent family members 



International Application No 

PCT/FR 98/01475 



Patent document 
cited in search report 



EP 0776036 A 
EP 0690493 A 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



28-05-1997 
03-01-1996 



JP 



9205140 A 



US 5447884 A 
DE 69504252 D 
JP 8046029 A 



Publication 
date 



05-08-1997 



05-09-1995 
01-10-1998 
16-02-1996 



EP 0199965 


A 


05-11-1986 


US 


4665010 


A 


12-05-1987 








DE 


3685363 


A 


25-06-1992 








JP 


1746385 


C 


25-03-1993 








JP 


4034296 


B 


05-06-1992 








JP 


61251154 


A 


08-11-1986 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



